
หน่วยที่ 9 
ตัวเก็บประจุ 

ตวัเก็บประจุบางที่เราอาจจะเรียกว่า “ตวัคาปาซิเตอร์” (Capacitor) หรือ “ตวัคอนเดนเซอร์” 
(Condenser) หรือ เรียกย่อๆ ว่า “ซี” (C) ก็ได้ ตวัเก็บประจุเป็นอุปกรณ์ที่ถูกน าไปใช้งานทางด้าน
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างกวา้งขวางกับอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และในระบบงานต่างๆ 
ที่เก่ียวขอ้งกบัไฟฟ้า 

10.1 โครงสร้างและชนิดของตัวเก็บประจุ 
ตวัเก็บประจุเป็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้าชนิดเดียวที่สามารถสะสมประจุไฟฟ้าเอาไวใ้นตวัมนัได ้

ซ่ึงจะมีคุณสมบตัิเปรียบเสมือนแหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้า หรือแบตเตอร่ีที่ต่ออยูภ่ายในวงจร หลกัการ
ของตวัเก็บประจุก็เหมือนกบัแบตเตอร่ีนัน่เอง 

10.1.1 โครงสร้างของตัวเก็บประจุ 
 โดยทัว่ไปตวัเก็บประจุจะมีการท างานอยู ่2 ลกัษณะคือ การเก็บประจุไวใ้นตวัเก็บประจุ 

(Charge) และการคายประจุออกจากตัวเก็บประจุ (Discharge) ตวัเก็บประจุเป็นอุปกรณ์ที่สามารถ
เก็บประจุไฟฟ้าและศกัยไ์ฟฟ้าไวภ้ายในตวัได ้ซ่ึงมีโครงสร้างดงัรูป 

(ก) โครงสร้าง                                                (ข) สัญลกัษณ ์
รูปที่ 10.1 แสดงโครงสร้างและสัญลกัษณ์ของตวัเก็บประจุ  

ที่มา : https://www.electronics-tutorials.ws 

 รูปที่ 10.1 แสดงโครงสร้างและสัญลักษณ์ของตัวเก็บประจุ โครงสร้างตัวเก็บประจุ 
ท ามาจากแผ่นตวัน า (Conductive Plate) 2 แผ่นวางขนานอยู่ใกลก้นั มีฉนวนเรียกว่า “ไดอิเล็กตริก” 
(Dielectric) กั้นอยู่ตรงกลาง ฉนวนไดอิเล็กตริกที่ใช้อาจจะเป็นชนิด อากาศ กระดาษ น ้ ามนั ไมกา้ 
เซรามิค น ้ายาอิเล็กโตรไลท ์หรือชนิดใดๆ ก็ได ้



  ความจุ (Capacity) คือความสามารถในการสะสมประจุไฟฟ้าของตัวเก็บประจุ  
ซ่ึงจะขึ้นอยูก่บัส่วนประกอบ 3 ประการ คือ 
  1. พื้นที่หน้าตัดของแผ่นตัวนำ (A) พ้ืนที่หน้าตัดถ้ามีพ้ืนที่มากการรับประจุไฟฟ้า 
จะมากตามไปดว้ย ดงันั้นจึงกล่าวไดว่้าถา้แผ่นโลหะใหญ่ หรือพ้ืนที่มาก ค่าความจุของตวัเก็บประจุ 
จะมากตามไปดว้ย  
  2. ระยะห่างระหว่างแผ่นตัวนำทั้งสอง (d)  ถา้หากระยะห่างกนัมาก ค่าความจุจะน้อย  
และหากระยะห่างเขา้มาชิดกนัมากๆ ความจุจะมากขึ้น 
  3. ค่าเพอร์มิทติวิตีของไดอิเล็กตริก (ε ) ค่าคงที่ของไดอิเล็กตริกแต่ละตวัจะแตกต่างกนั
ออกไป ดงันั้นตวัเก็บประจุที่ใชไ้ดอิเล็กตริกต่างกนั แมข้นาดรูปร่างเท่ากนั แต่ความจุและอตัราทน
แรงดนัอาจจะแตกต่างกนัออกไป 
  

 10.1.2 ชนิดของตัวเก็บประจุ 
  ตวัเก็บประจุแบ่งไดห้ลายชนิดตามลกัษณะทางโครงสร้าง หรือตามสารที่เอามาใช้เป็น 
ไดอิเล็กตริก การแบ่งโดยใช้สารไดอิเล็กตริกเป็นวิธีการที่ค่อนขา้งจะละเอียด เพราะค่าไดอิเล็กตริก
จะเป็นตวัที่บอกว่าตวัเก็บประจุตวันั้นๆ จะเอาใชใ้นงานลกัษณะใด ทนแรงดนัเท่าไร อยา่งไรก็ตาม
ถา้หากจะแบ่งกนัตามระบบเก่าเราสามารถแบ่งตวัเก็บประจุออกเป็น  
  1. ตัวเก็บประจุแบบค่าคงที่ (Fixed Capacitor) เป็นตวัเก็บประจุที่มีค่าความจุภายในตวั
คงที่ตายตัว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ ถูกผลิตออกมาใช้งานมากมายหลายขนาด หลายชนิด  
แต่ละชนิดผลิตขึ้นมาจากวสัดุที่ใชเ้ป็นฉนวนแตกต่างกนัออกไป ท าให้ช่ือที่ใชเ้รียกแตกต่างกนั 
 
 
 
 
 

(ก) ชนิดกระดาษเคลอืบขี้ ผ้ึง                                (ข) ชนิดกระดาษเคลือบน ้ามนั 
รูปที่ 10.2 แสดงตวัเก็บประจุชนิดกระดาษ 
ที่มา : พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ,์ 2557 : 221 

 

  รูปที่  10.2 แสดงตัวเก็บประจุชนิดกระดาษ เป็นตัวเก็บประจุที่ใช้ฉนวนคั่นกลาง 
แผ่นโลหะทั้งสองท าจากกระดาษแผ่นบางที่เคลือบดว้ยน ้ ายาฉนวน น ้ ายาที่ใช้เคลือบกระดาษ เช่น 
น ้ามนั หรือขี้ ผ้ึง นิยมน าไปใชง้านในดา้นแรงดนัไฟสูง  และแรงดนัไฟสลบัที่ความถี่ต ่า   
 



 
 
                                                                                   แบบขา              แบบแปะติด SMD 

(ก) ชนิดชั้นเดียว                                                 (ข) ชนิดหลายชั้น 
รูปที่ 10.3 แสดงตวัเก็บประจุชนิดเซรามิก  
ที่มา : พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ,์ 2557 : 222 

 

  รูปที่  10.3 แสดงตัวเก็บประจุชนิดเซรามิก เป็นตัวเก็บประจุที่ใช้ฉนวนคั่นกลาง 
แผ่นโลหะทั้งสองเป็นวสัดุประเภทเซรามิก ผิวนอกหุ้มดว้ยพลาสติกหรือซิลิโคน นิยมน าไปใช้งาน
ในวงจรก าจดัสัญญาณรบกวนและวงจรกรองสัญญาณความถี่สูงลงกราวด ์ 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 10.4 แสดงตวัเก็บประจุชนิดไมกา้  
ที่มา : พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ,์ 2557 : 222 

 

  รูปที่ 10.4 ตัวเก็บประจุชนิดไมก้า เป็นตัวเก็บประจุที่ใช้แผ่นโลหะบางหลายๆ แผ่น 
วางซ้อนกัน แต่ละแผ่นโลหะบางถูกคั่นด้วยฉนวนไมก้า นิยมน าไปใช้งานในวงจรเก่ียวข้องกับ
แรงดนัไฟสูง ใชใ้นวงจรกรองความถี่สูงและในวงจรตอบสนองความถี่ 
 
 
 
 
 

(ก) ชนิดฟิลม์โพลีเอสเตอร์                                (ข) ชนิดเมตลัไลซ์โพลีเอสเตอร์     
 
 
 
 

(ค) ชนิดฟิลม์โพลีโพรพิลีน                                (ง) ชนิดเมตลัไลซ์โพลีโพรพิลีน     



 
 
 

(จ) ชนิดฟิลม์โพลีสไตรีน                               (ฉ) ชนิดเมตลัไลซ์โพลีสไตรีน 
 
 
 

 (ช) ชนิดฟิลม์โพลีคาร์บอเนต                               (ซ) ชนิดเมตลัไลซ์โพลีคาร์บอเนต 
 
 
 
 
 

(ฌ) ชนิด SMD เมตลัไลซ์โพลีเอสไทลีน  
รูปที่ 10.5 แสดงตวัเก็บประจุชนิดฟิลม์พลาสติก    
ที่มา : พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ,์ 2557 : 223-224 

 

  รูปที่ 10.5 แสดงตวัเก็บประจุชนิดฟิล์มพลาสติก เป็นตวัเก็บประจุที่ใช้ฉนวนคัน่กลาง
แผ่นโลหะทั้งสองเป็นวสัดุประเภทพลาสติกแผ่นบาง ซ่ึงมีหลายชนิดแตกต่างกนั ฟิล์มพลาสติก 
ที่น ามาใช้ท าฉนวน ท ามาจากวัสดุหลายประเภท  เช่น โพลีเอสเตอร์ (Polyester) เรียกได้อีกช่ือว่า 
ไม ล่ า ร์  (Mylar) โพลี โพรพิ ลี น  (Polypropylene) โพลี สไต รีน  (Polystyrene) โพลี ค าร์บอเนต 
(Polycarbonate) และเมตัลไลซ์พลาสติก (Metalized Plastic) เป็นต้น การเรียกช่ือตัวเก็บประจุชนิด
ฟิล์มพลาสติก มักเรียกช่ือตามชนิดฉนวนพลาสติกที่ใช้ผลิตตัวเก็บประจุ นิยมน าไปใช้ในวงจร 
ที่ตอ้งการความเที่ยงตรงสูง มีความแน่นอนสูง ใชง้านไดดี้ในยา่นความถี่สูง 
  ที่ตวัเก็บประจุชนิดฟิล์มพลาสติก จะนิยมพิมพต์วัอกัษรยอ่ภาษาองักฤษติดกนั 2-3 ตวั 
ก ากบัไวท้ี่ส่วนใดส่วนหน่ึงบนตวัถงัตวัเก็บประจุ เพื่อแสดงถึงชนิดของฉนวนพลาสติกที่ใช้ผลิต 
อกัษรที่บอกไวม้ีหลายค่า มีความหมายดงัน้ี 
        PP, KP  =  โพลีโพรพิลีน                   MKP  =  เมตลัไลซ์โพลีโพรพิลีน 
   KT =  โพลีเอสเตอร์ (ไมล่าร์)     MKT  =  เมตลัไลซ์โพลีเอสเตอร์ 
       KC =  โพลีคาร์บอเนต                MKC  =  เมตลัไลซ์โพลีคาร์บอเนต 
       KS =  โพลีสไตรีน                     MKS  =  เมตลัไลซ์โพลีสไตรีน 
       MK =  เมตลัไลซ์พลาสติก  ฯลฯ  



 

 
(ก) แบบขา                                        (ข) แบบแปะติด SMD 

รูปที่ 10.6 แสดงตวัเก็บประจุชนิดอิเล็กโตรไลติก 
ที่มา : พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ,์ 2557 : 225 

 

  รูปที่  10.6 แสดงตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กโตรไลติก  เป็นตัวเก็บประจุที่โครงสร้าง
ประกอบด้วยแผ่นอะลูมิเนียมบางท าเป็นแผ่นโลหะเก็บประจุไฟฟ้า มีขั้วไฟฟ้าบวก (+) ลบ (–)  
ก ากบัไวท้ี่ตวัเก็บประจุคงที่ตายตวั ใช้กระดาษจุ่มอยู่ในสารอิเล็กโตรไลต์ (Electrolyte) ให้เปียกชุ่ม  
ท าเป็นฉนวนคั่นกลาง น าทั้ งหมดม้วนเข้าด้วยกันให้เป็นทรงกระบอก และบรรจุลงในกระป๋อง
อะลูมิเนียม หรือกระป๋องโลหะที่มีสารละลายอิเล็กโตรไลต์บรรจุอยู่ ตวัเก็บประจุชนิดน้ีสามารถ
สร้างให้มีค่าความจุไดห้ลากหลายค่า ตั้งแต่ค่าความจุต ่าไปถึงค่าความจุสูงๆ ถูกน าไปใชง้านในวงจร
ต่างๆ มากมาย  
  เน่ืองจากตวัเก็บประจุชนิดน้ีมีขั้วก ากบัไวต้ายตัว การน าไปใช้งานกบัแรงดันไฟตรง
จ าเป็นตอ้งต่อใช้งานกบัแหล่งจ่ายแรงดนัไฟตรงให้ถูกตอ้งตามขั้วตวัเก็บประจุ หากต่อผิดขั้วตวัเก็บ
ประจุชนิดน้ีจะหมดค่าความจุทนัที ยงัท าให้เกิดความร้อนสูงภายในตัวเก็บประจุ ส่งผลให้เกิดก๊าซ
จ านวนมากดันออกมาภายนอก ตัวเก็บประจุอาจเกิดการระเบิด นอกจากนั้นตัวเก็บประจุชนิดน้ี 
ยงัมีค่ากระแสร่ัวไหล (Leakage Current) สูง การใชง้านจะตอ้งใชด้ว้ยความระมดัระวงั  
 
 
 
 
 

(ก) แบบขา                                        (ข) แบบแปะติด SMD 
รูปที่ 10.7 แสดงตวัเก็บประจุชนิดแทนทาลมั 
ที่มา : พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ,์ 2557 : 226 

 

  รูปที่ 10.7 แสดงตัวเก็บประจุชนิดแทนทาลัม ก็คือตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กโตรไลติก 
ถูกพัฒนาขึ้ นมาใช้งานเพื่อแก้ข้อเสียของตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กโตรไลติกที่ใช้สารอิเล็กโตรไลต์ 
เป็นชนิดน ้ามาใชส้ารอิเล็กโตรไลตเ์ป็นของแข็งแทน ท าให้มีขนาดที่เล็กลงแต่มีค่าความจุสูงมากขึ้น   
ไม่เกิดกระแสร่ัวไหล ทนต่ออุณหภูมิและความช้ืนไดดี้ มีความทนทาน ขอ้เสียคือ อตัราทนแรงดนัต ่า 
นิยมน าไปใชง้านประเภทวงจรกรองความถี่ต ่า วงจรส่งผ่านสัญญาณ 



 2. ตัวเก็บประจุแบบเปลี่ยนค่าได้ (Variable Capacitor) เป็นตัวเก็บประจุที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงค่าได ้ซ่ึงมกัจะใช้ในวงจรที่เก่ียวขอ้งกบัการเปลี่ยนความถี่ เช่น วาริเอเบิลคาปาซิเตอร์ 
ที่ใชส้ าหรับจูนหาคลื่นในเคร่ืองรับวิทย ุ
 

     แบบแกนอากาศ                แบบแกนพลาสติก 
 
 
 
 
 

(ก) รูปร่าง                                                      (ข) สัญลกัษณ์ 
รูปที่ 10.8 แสดงตวัเก็บประจุแบบเปลี่ยนค่าได ้

ที่มา : https://www.surplussales.com และ https://www.ebay.co.uk 
 

  รูปที่ 10.8 แสดงตัวเก็บประจุแบบเปลี่ยนค่าได้ เป็นตัวเก็บประจุที่ค่าความจุสามารถ
ปรับเปลี่ยนค่าให้เพ่ิมขึ้นหรือลดลงได้ โครงสร้างตัวเก็บประจุชนิดน้ีจะประกอบด้วยแผ่นโลหะ 
วางซ้อนกัน แบ่งออกเป็น 2 ชุดคือ ชุดแผ่นโลหะคงที่ (Stator Plate) ถูกยึดติดคงที่ตายตัว และชุด
แผ่นโลหะเคลื่อนที่ (Rotor Plate) ถูกยึดบนแกนที่สามารถปรับหมุนเคลื่อนที่ได ้โดยใชฉ้นวนคัน่กลาง
แผ่นโลหะทั้ง 2 ชุดไว ้ฉนวนที่ใช้แตกต่างกนัหลายชนิด เช่น อากาศ แผ่นไมกา้ หรือแผ่นพลาสติก 
ถูกใชใ้นยา่นความถี่สูง เช่น วงจร LC ปรับหาคลื่นสถานีวิทย ุสถานีโทรทศัน์  เป็นตน้ 
 
 
 
 
 

(ก) รูปร่าง                                        (ข) สัญลกัษณ์ 
รูปที่ 10.9 แสดงทริมเมอร์ 

ที่มา : https://www.electronics-tutorials.ws 

 

  รูปที่ 10.9 แสดงทริมเมอร์ เป็นตวัเก็บประจุแบบเปลี่ยนค่าไดอ้ีกแบบหน่ึงที่มีขนาดเล็ก 
มีค่าความจุต ่าๆ มีแผ่นโลหะคงที่และแผ่นโลหะเคลื่อนที่ประกอบร่วมกนัอย่างน้อยอย่างละ 1 แผ่น 
หรือมากกว่า นิยมเรียกว่า ตวัเก็บประจุทริมเมอร์ (Trimmer Capacitor) ฉนวนที่คัน่กลางแผ่นโลหะ
ใชแ้ผ่นไมกา้ หรือแผ่นพลาสติก  
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10.2 การอ่านค่าความจุของตัวเก็บประจุ 
 ตัวเก็บประจุที่ผลิตออกมามีหลายแบบ หลายขนาด น าไปใช้งานแตกต่างกันหลายหน้าที่ 
และใช้ในวงจรที่มีค่าแรงดนัแตกต่างกนัไป เน่ืองจากตวัเก็บประจุท าหน้าที่เก็บประจุแรงดนัไวใ้นตวั 
การจะเก็บประจุให้ได้ค่าตามก าหนดมากน้อยแตกต่างกัน จ าเป็นต้องเลือกค่าใช้งานที่แตกต่างกัน 
เพื่อให้ไดค้่าที่ถูกตอ้งเหมาะสม 
 

 10.2.1 หน่วยของตัวเก็บประจุ 
  ค่าความจุของตวัเก็บประจุ มีหน่วยเป็นฟารัด (Farad) ยอ่ดว้ยตวั เอฟ (F) อยา่งไรก็ตาม
ค่าฟารัดเป็นค่าค่อนข้างมาก ดังนั้ นจึงต้องมีหน่วยย่อยลงมา โดยค่า 1 ฟารัดได้มาจากการรับ
กระแสไฟฟ้า 1 แอมแปร์ในเวลา 1 นาที เกิดความต่างศักย์ทางไฟฟ้าระหว่างอีเล็กโทรดเท่ากับ  
1 โวลต ์และมีประจุอยู ่1 คูลอมป์ ส าหรับค่าความจุหน่วยยอ่ยสามารถแยกไดด้งัน้ี 
  1 ฟารัด (F) เท่ากบั  1, 000, 000 ไมโครฟารัด (uF)   

 1 ฟารัด (F) เท่ากบั  1, 000, 000, 000 นาโนฟารัด (nF)  
  1 ฟารัด (F) เท่ากบั  1, 000, 000, 000, 000 พิโกฟารัด (PF) 

 1 ไมโครฟารัด (uF) เท่ากบั  1, 000 นาโนฟารัด (nF) 
  1 นาโนฟารัด (nF) เท่ากบั  1, 000 พิโกฟารัด (pF) 
  1 uF เท่ากบั  0. 000001 F หรือ 10-6 F 

 1 nF เท่ากบั  0. 000000001 F  หรือ 10-9 F 

 1 PF เท่ากบั  0. 000000000001 F หรือ 10-12 F  

  

 10.2.2 การอ่านค่าความจุของตัวเก็บประจุ 
  ตวัเก็บประจุมีค่าส าคญัที่ก  ากบั หรือแสดงไวข้า้งตวัถงัอยา่งน้อย 2 ค่า ไดแ้ก่ ค่าความจุ
ของตวัเก็บประจุและค่าทนแรงดนัใชง้านของตวัเก็บประจุ นอกจากนั้นยงัอาจบอกค่าความผิดพลาด
ของตวัเก็บประจุรวมถึงบอกค่าย่านอุณหภูมิที่ท างานไดไ้วด้ว้ย ค่าความจุและค่าทนแรงดนัหากใช้ 
ไม่เหมาะสมต่อการท างาน จะส่งผลต่อการท างานที่ไม่ถูกตอ้ง หรือท าให้ตวัเก็บประจุช ารุดเสียหาย
รวมถึงส่งผลต่อการท างานของเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และอุปกรณ์เกิดความผิดปกติ หรืออาจช ารุด
เสียหายได ้

 การอ่านค่าความจุของตัวเก็บประจุ จะมีการพิมพ์ติดไวก้ับตัวตัวเก็บประจุตัวนั้นๆ 
อย่างเช่น 10uF 50V หรือ 10uF 50WV หมายถึงตัวเก็บประจุค่าความจุ 50 ไมโครฟารัด อัตราทน
แรงดนั (Working Voltage) 50 โวลต ์

 



 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 10.10 แสดงค่าความจุและอตัราทนแรงดนัของตวัเก็บประจุ 
ที่มา : https://www.electronics-tutorials.ws 

 

 รูปที่ 10.10 แสดงค่าความจุและอัตราทนแรงดันของตัวเก็บประจุ มีค่าความจุเท่ากับ 
4,700 ไมโครฟารัด อตัราทนแรงดนั (Working Voltage) 25 โวลต์ สามารถอ่านค่าจากตวัเก็บประจุ 
ไดโ้ดยตรง 
  แต่ตวัเก็บประจุบางตัวอาจจะไม่บอกค่าโดยตรง แต่จะบอกเป็นรหัสตัวเลข อย่างเช่น 
104 ให้อ่านค่าตวัเลขเหล่าน้ีแบบเดียวกบัการอ่านค่าแถบสีของรีซิสเตอร์ นั่นคือตวัเลข 2 ตัวหน้า
เป็นค่าตัวเลขต าแหน่งที่ 1 และ 2 ตามล าดับ ส่วนตัวที่ 3 หมายถึงค่าคูณหรือตัวเติมศูนย์ อ่านค่า
ออกมาเป็นพิโกฟารัด อยา่งตวัน้ีเราอ่านไดเ้ท่ากบั 100,000pF หรือ 0.1 uF 
  201  มีค่า     200 pF              หรือ  0. 0002 uF 

 222  มีค่า  2,200 pF    หรือ  0. 0022 uF 
 103  มีค่า  10,000 pF    หรือ  0. 01 uF 

  204  มีค่า  200,000 pF     หรือ  0.2 uF 
 473  มีค่า  47,000 pF    หรือ  0. 047 uF 

  474  มีค่า  470,000 pF     หรือ  0.47 uF 
  นอกจากน้ียงัอาจมีค่าเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาด (Tolerance) ตามหลังรหัสตัวเลขน้ี 
อย่างน้ีเราต้องใช้วิธีการเดียวกันกับการอ่านเปอร์เซ็นต์ผิดพลาดของรีซิสเตอร์ อย่างเช่น 104J  
หมายถึง ตวัเก็บประจุมีค่าความจุ 0.1 uF ผิดพลาด  5 %  อยา่งน้ีเป็นตน้ 

 อกัษร  J  หมายถึง ค่าความผิดพลาด   5 % 
 อกัษร  K  หมายถึง ค่าความผิดพลาด   10 % 
 อกัษร  L  หมายถึง ค่าความผิดพลาด   15 % 
 อกัษร  M  หมายถึง ค่าความผิดพลาด   20 % 
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CT 

 
 
 

 (ก) ความจุ 0.1 F ทนแรงดนั 63 V       (ข) ความจุ 470 pF ค่าผิดพลาด  10 %ทนแรงดนั 3 kV 
 
 
 
 

 (ค) ความจุ 0.1 uF                                      (ง) ความจุ 0.0047 uF ทนแรงดนั 1 kV 
รูปที่ 10.11 แสดงความจุ ค่าผิดพลาดและอตัราทนแรงดนัของตวัเก็บประจุ 

ที่มา : พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ,์ 2557 : 232-233 

 

  รูปที่ 10.11 แสดงความจุ ค่าผิดพลาดและอตัราทนแรงดนัของตวัเก็บประจุ มีทั้งแบบ
บอกค่าความจุออกมาโดยตรงและบอกค่าความจุเป็นรหัสตวัเลข  

 

10.3 การต่อตัวเก็บประจุ 
 การต่อตวัเก็บประจุ คือการน าตัวเก็บประจุมาต่อรวมกนั เพื่อปรับเปลี่ยนค่าความจุให้ได้
ตามตอ้งการ การต่อตวัเก็บประจุแบ่งออกไดเ้ป็น 3 แบบ คือ แบบอนุกรม แบบขนานและแบบผสม  

 

 10.3.1 การต่อตัวเก็บประจุแบบอนุกรม  
  การที่เอาตวัเก็บประจุมาต่อกนัแบบอนุกรม หรือต่ออนัดบักนัไป ลกัษณะเช่นน้ีจะมีผล
ท าให้ไดอิเล็กตริกหนาขึ้น ระยะห่างระหว่างแผ่นตวัน ากวา้งมากขึ้น ส่งผลให้ค่าความจุนอ้ยลง 
 
 

 
รูปที่ 9.12 แสดงการต่อตวัเก็บประจุแบบอนุกรม 

ที่มา : ทรงศกัด์ิ  คร้ืนน ้าใจ, 2559 

 

  รูปที่ 9.12 แสดงการต่อตัวเก็บประจุแบบอนุกรม เป็นการต่อตัวเก็บประจุเขา้ด้วยกัน
แบบเรียงล าดับต่อเน่ืองกันไปในลกัษณะ ท้ายของตัวเก็บประจุตวัแรกต่อเข้าหัวตวัเก็บประจุตวัที่สอง 
และท้ายของตัวเก็บประจุตัวที่สองต่อเข้าหัวตัวเก็บประจุตัวที่สาม ต่อเช่นน้ีเร่ือยไป ซ่ึงสามารถ 
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 10.3.2 การต่อตัวเก็บประจุแบบขนาน 
  การต่อตวัเก็บประจุแบบขนาน เป็นวิธีการเอาตวัเก็บประจุมาต่อขนานหรือคร่อมกนัไป 
ท าให้ค่าความจุมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9.13 แสดงการต่อตวัเก็บประจุแบบขนาน 
ที่มา : ทรงศกัด์ิ  คร้ืนน ้าใจ, 2559 

 

  รูปที่ 9.13 แสดงการต่อตัวเก็บประจุแบบขนาน ลักษณะเช่นน้ีมีผลท าให้พ้ืนที่ของ 
แผ่นตวัน ามากขึ้น ค่าความจุจึงเพ่ิมตามขึ้นมา สามารถหาค่าความจุของวงจรขนานจากสูตร 

CT = C1 + C2 +…. + Cn                                               ……. (9.2) 
 

 10.3.3 การต่อตัวเก็บประจุแบบผสม   
 การต่อตัวเก็บประจุแบบผสม เป็นการเอาลักษณะของวงจรอนุกรมกับวงจรขนาน 
มาต่อร่วมกนั 
 
 
 

 

 

 

 

 

รูปที่ 9.13 แสดงการต่อตวัเก็บประจุแบบผสม 
ที่มา : ทรงศกัด์ิ  คร้ืนน ้าใจ, 2559 

 

  รูปที่  9.13 แสดงการต่อตัวเก็บประจุแบบผสม จากวงจรจะเห็นว่ า C1 และ C2  
ต่ออนุกรมกันชุดหน่ึง C3, C4 และ C5 ต่ออนุกรมกนัอีกชุดหน่ึง แล้วน าเอาตัวเก็บประจุแต่ละชุด 
มาต่อขนานกนัอีกทีหน่ึง    



สรุป 
 ตวัเก็บประจุบางที่เราอาจจะเรียกว่า “ตวัคาปาซิเตอร์” (Capacitor) หรือ “ตวัคอนเดนเซอร์” 
(Condenser) หรือ เรียกย่อๆ ว่า “ซี” (C) ก็ได้ ตวัเก็บประจุเป็นอุปกรณ์ที่ถูกน าไปใช้งานทางด้าน
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อยา่งกวา้งขวาง 
 โครงสร้างตวัเก็บประจุท ามาจากแผ่นตวัน า (Conductive Plate) 2 แผ่นวางขนานอยูใ่กลก้นั 
มีฉนวนเรียกว่า “ไดอิเล็กตริก” (Dielectric) กั้นอยู่ตรงกลาง ฉนวนไดอิเล็กตริกที่ใช้อาจจะเป็น 
ชนิดอากาศ กระดาษ น ้ามนั ไมกา้ เซรามิค น ้ายาอิเล็กโตรไลท ์หรือชนิดใดๆ ก็ได ้
 ค่าความจุของตัวเก็บประจุ มีหน่วยเป็นฟารัด (Farad) ย่อด้วยตัว เอฟ (F) อย่างไรก็ตาม
ค่าฟารัดเป็นค่าค่อนข้างมาก  ดังนั้ นจึงต้องมีหน่วยย่อยลงมา โดยค่า 1 ฟารัดได้มาจากการ 
รับกระแสไฟฟ้า 1 แอมแปร์ในเวลา 1 นาที เกิดความต่างศกัยท์างไฟฟ้าระหว่างอีเล็กโทรดเท่ากับ  
1 โวลต ์และมีประจุอยู ่1 คูลอมป์ 
 การต่อตวัเก็บประจุ คือการน าตัวเก็บประจุมาต่อรวมกนั เพื่อปรับเปลี่ยนค่าความจุให้ได้
ตามตอ้งการ การต่อตวัเก็บประจุแบ่งออกไดเ้ป็น 3 แบบ คือ แบบอนุกรม แบบขนาน และแบบผสม 
การต่อตวัเก็บประจุแต่ละแบบ มีผลท าให้ค่าความจุผลรวมที่ไดอ้อกมาเกิดการเปลี่ยนแปลงไป   
 การต่อตัวเก็บประจุแบบอนุกรม หรือต่ออันดับกันไป ลักษณะเช่นน้ีจะมีผลท าให้ 
ไดอิเล็กตริกหนาขึ้น ระยะห่างระหว่างแผ่นตวัน า 2 ช้ินกวา้งมากขึ้น ยงัผลท าให้ค่าความจุนอ้ยลงได ้
 การต่อตัวเก็บประจุแบบขนาน เป็นวิธีการเอาตัวเก็บประจุมาต่อขนานหรือคร่อมกันไป  
ท าให้ค่าความจุมากขึ้น 
 การต่อตวัเก็บประจุแบบผสม เป็นการเอาลักษณะของวงจรอนุกรมกบัวงจรขนานมาต่อ
ร่วมกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


